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PATENTANSPRUCHE 

1. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle mit einem Plasmaraum (3) fOr ein Plasma, 
elektrischehMittein (8, 9) zum Zunden und Erhalt des Plasmas, einem auf ei- 
nem Hochfrequenz - Potenzial liegendem Extraktionsgitter (4) zum Extrahie- 
ren eines Plasmastrahls (I) aus dem Plasmaraum (3) sowie einer Austritts6ff- 
nung, vorzugsweise zu einer Vakuumkammer (7), wobei das Extraktionsgitter 
(4) im Bereich der Austritts8ffnung angeordnet ist f dadurch gekennzeichnet, 
dass der Plasmastrahl (l)durch eine gezielte Wechselwirkung zwischen.dem 
Plasma und dem Extraktionsgitter (4) divergent ausgebildet ist. 

2. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Divergenz des Plasmastrahls (I) durch eine nicht planare Form 
und/oder grofie Maschenweite des Extraktionsgitter (4) bewirkt ist. 

i 

3. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Ho- 
mogenitat der Plasmastromdichte auf zumindest einem Teilbereich einer zu 
bestrahlenden, gekrOmmten, Insbesondere kugelformigen, Oberfiache, der 
Plasmastrahl (I) der Form von zumindest einem Teilbereich der Oberflache 
angepasst ist. 

4. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) vom 
Plasmaraum (3) aus gesehen konkav ausgebildet ist, wobei vorzugsweise 
zumindest ein Teilbereich der Flache des Extraktionsgitter ein Ausschnitt aus 
der Mantelflache eines zylinderartigen Raumkorpers ist. 

i 

5. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Ober 
zumindest einen Teilbereich seiner Flache inhomogen ausgebildet ist. 
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6. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 

i 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine aufcerhalb des 
Plasmaraums (3) angeordnete Blende vorgesehen ist. 

7. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittstiffnung in Teiiberei- 
chen mit Blenden abgedeckt ist. 

8. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelie nach zumindest einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgltter (4) Ma- 
schen mit einer Maschenweite aufweist, die geringer ist als die Dicke der 
Raumladungszone zwischen Extraktionsgitter (4) und dem Plasma im Plasma- 
raum (3). 

9. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgltter (4) 
Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die zumindest so grofi ist wie eine 
Dicke einer Raumladungszone zwischen dem Extraktionsgitter (4) und dem 
Plasma im Piasmaraum (3). 

10. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die 
hdchstens so groft ist, dass das Plasma noch im wesentlichen im Piasmaraum 
(3) verbleibt. 

1 1 . Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Moduiierung des Pias- 
mastrahls (I) zumindest eine Blende mit einem elektrischen Potential beauf- 
schlagt ist. 

12. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Beschichtungskammer 
(7), der AustrittsOffnung im wesentlichen gegendberliegend, eine gekrOmmte 
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OberflSche, vorzugswelse eine Kalotte (11), mit Substraten (10.1. 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 10.6) ahgeordnet 1st 

1 3. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zusatzlich zur Hochfrequenz- 
Plasmastrahlquelle (1) eine Verdampfungsquelle vorgesehen ist. 

14. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) aus ei- 
nem Wolframnetz mit einer Drahtstarke von etwa 0,02 - 3 mm, bevorzugt 0,1 
= 1 mm, gebildet ist. 

1 5. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Magnet (5) zur 
ElnschliefSung des Plasmas im Berelch des Plasmaraums (3) vorgesehen ist. 

16. Vakuumkarnmer mit einem GehSuse (2), einer Hochfrequenz- 
Plasmastrahlquelle und einer zu bestrahienden Oberflache, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) nach zumin- 
dest einem der vorhergehenden Anspruche ausgebildet ist. 

17. Vakuumkarnmer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zu 
bestrahlende Oberflache gekrOmmt, vorzugsweise eine Kalotte (11) ist und ein 
Oder mehrere Substrate (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) umfasst. 

18. Verfahren zum Bestrahlen einer Oberflache mit einem Plasmastrahl einer 
Hochfrequenz-Plasmastrahiquelle dadurch gekennzeichnet, dass ein diver- 
genter Plasmastrahl (I) verwendet wird und die Hochfrequenz- 
Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der Anspruche 1-15 ausgebildet ist. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Plas- 
mastrahl (I) eine Strahlcharakteristik mit einem Divergenzmafc von hOchstens 
n = 16, bevorzugt n=4 aufweist, wobei n ein Exponent einer Cosinus- 
Verteilungsfunktion ist. 
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20. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 18 und 19, dadurch ge- 
kennzelchnet, dass die Strahlcharakteristik des Plasmastrahls (I) durch eine 
gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) 
bewirktwird. 

I 

21 . Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 18 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine gezielte Wechselwirkung zwischen einem extrahierten 
Plasma und zumindest einer aufterhalb des Plasmaraums (3) angeordneten 
Blende eingesetzt wird. 

22. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 18 bis 21 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenitat der Plasmastrahl- 
dichte auf zumindest einen Teilbereich einer Oberflache die Strahlcharakteris- 
tik des Plasmastrahls (I) an zumindest einen Teilbereich der bestrahlten Ober- 

i 

fISche angepasst wird. 

23. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine gekrOmmte Oberflache, vorzugsweise eine Kalotte (11), 
vorgesehen ist. 

24. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 18 bis 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberflache eine Beschichtung der 

25. Verfahren nach zumindest einem der AnsprOche 18 bis 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberflache eine Modifizierung 
und/oder Reinigung der Oberflache erfolgt. 

i 

i 
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